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บทคัดยอ 

  วิทยานิพนธนี้นําเสนอการตรวจสอบผลกระทบของพารามิเตอรของทรานซิสเตอรที่มีตอ
ความเหนี่ยวนําจําลองที่สรางจากวงจรสายพานกระแสรุนที่สอง(CCII) ทั้งแบบที่สรางขึ้นจาก
ไบโพลารทรานซิสเตอรและแบบที่สรางขึ้นจากมอสเฟต   ความเหนี่ยวนําจําลองดังกลาวนี้สรางขึ้น
โดยใชวงจรที่นําเสนอโดย เซดรา-สมิธ(Sedra-Smith)[6] วิธีการตรวจสอบในเบื้องตน ดําเนินการ
โดยการทดสอบปรับเปลี่ยนคาพารามิเตอรแตละตัวของทรานซิสเตอร และพิจารณาผลกระทบที่มี
ตอลักษณะสมบัติตามความถี่(frequency characteristics)ของอัตราการสงทอดสัญญาณกระแส
และแรงดันของวงจร CCII   จากนั้น จึงพิจารณาผลกระทบที่มีตอคาความเหนี่ยวนําจําลองและคา 
ตัวประกอบคุณภาพ   การทดสอบทั้งหมดดําเนินการโดยใชโปรแกรม PSpice  
  จากผลการตรวจสอบ สําหรับวงจร CCII แบบไบโพลาร ส่ิงที่พบอยางเดนชัดก็คือ คา β  

และVA มีผลกระทบตออัตราการสงทอดกระแส  สวนกระแสไบอัสมีผลกระทบตออัตราการสง
ทอดแรงดันคอนขางมาก   คา τF และ Cμ มีผลกระทบตอลักษณะสมบัติตามความถี่ของอัตราการสง
ทอดทั้งกระแสและแรงดัน   สําหรับวงจร CCII แบบมอสเฟต พบวาคาλ , W และ tox  มีผลกระทบ
ตออัตราการสงทอดกระแสและแรงดัน โดยคา W และ tox มีผลกระทบตอลักษณะสมบัติตาม
ความถี่ดวย   ผลกระทบเหลานี้ทําใหคาตัวประกอบคุณภาพของความเหนี่ยวนําจําลองที่ไดมีคา
เปลี่ยนไปตามความถี่   จากการประมวลผลของการทดสอบ พบวาเราอาจปรับปรุงวงจร CCII ใหมี
คุณสมบัติใกลเคียงอุดมคติมากยิ่งขึ้นโดยการเลือกกําหนดคาพารามิเตอรที่เหมาะสมภายในขอบเขต
ของคาในความเปนจริง 
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ABSTRACT 

In this thesis, an investigation on the effects of transistor parameters on the 

behaviors of second generation current conveyors (CCII), based on bipolar transistors, 

and based on MOSFETs, as well as the effects on the quality factors of the simulated 

inductances using these CCIIs, is presented.  The simulated inductances are realized by 

using circuit proposed by Sedra-Smith [6].  The investigation is tested by simulation 

using Pspice.  By varying the values of each transistor parameter, the tested results 

indicate how each parameter affects the current and voltage transfer ratios as well as 

the frequency characteristics of the quality factors of the simulated inductances. 

 For the bipolar transistor CCIIs, the tested results indicate that, parameters β 

and VA affect the current transfer ratios while the biasing currents affect the voltage 

transfer ratio.  The frequency characteristics of both current and voltage ratios change 

when varying the values of parameters τF and Cμ.  For the CCIIs based on MOSFETs, 

the voltage and current transfer ratios are affected when varying the values  of 

parameters λ , W and tox.  It can also be clearly seen that the frequency characteristics 

depend mainly on parameters W and tox.  These effects, thus, cause the changes in the 

values of the quality factors of the simulated inductances.  It is also shown that, by 

selecting appropriate values, within the range of those realizable on a monolithic chip, 

for all parameters, the overall properties of CCIIs can be improved for uses in various 

applications.  


